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１．概要（Summary） 
フォトダイオードアレイ上にナノ構造を製作することで、

可視光域を複数域に分光するデバイスの製作を行う。 
 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 

EB 描画装置、中電流イオン注入装置、ランプアニー

ル装置 
 

・実験方法 
フォトダイオードアレイを製作するためにイオン注入装

置とランプアニール装置を用いた。またフォトダイオード上

に Al のナノ構造を加工するため、EB 描画装置を利用し

た。また、B のイオン注入、Al の製膜など、その他のプロ

セスは東北大学工学研究科付属マイクロ・ナノマシニング

研究教育センターの装置を利用した。 
製作プロセスを以下に示す。(1)n-Si 基板上にイオン注

入装置により P をイオン注入する。条件は注入イオン：P、
注入エネルギー：50 keV、ドーズ：2 × 1015 [ion / cm2]、
(2) B をイオン注入し、pn 接合を形成する。(3)ランプアニ

ール装置により、活性化を行う。条件として、1000 ℃、30 
sec.とする。(4)Al を製膜し、EB レジストを塗布する。EB
描画装置にて、加速電圧：130 kV、電流：100 pA、ドー

ズ量：180 µC / cm2でEBリソグラフィーを行う。(5)Alのエ

ッチングを高速原子線エッチング装置により行う。 
  
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に製作したフォトダイオードの電流-電圧特性を

示す。入射光の強度が強くなることにより、グラフがマイナ

ス方向にシフトする光電流の特性を観測できた。 
また、Fig. 2 に製作した Al の構造の SEM 像を示す。

精度よく製作することができ、周期 440nm のパターンを

実現した。 

 

Fig. 1 Current-Voltage characteristic of fabricated 
photodiode 

 

 

Fig. 2 SEM image of 2D nano-dot Al 
structure(period:440nm) 
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